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和周波数の高速化のため，半導体埋め込み， MQW構成，素子形状，作成過程の改善を試みた。その結果， 4mA 以下
の低い関値電流での発振， 4GHz 以上の高繰り返し信号への応答を実現した。光 NRZ 信号では出力2.5 Gbit/s，パル






















以上の結果をもとに， InP 埋め込み，高エネルギーバリア MQW，短共振器，高電極間抵抗等を直交導波路構造に適
用し，高効率，高速の双安定レーザを実際に作成し，いくつかの改良を加え， 4mA 以下の低い発振関値電流， 4GHz
以上の高繰り返し光スイッチング応答を実現している。
最後に， この光横注入形双安定レーザの特徴，機能を生かしたデジタル光システムにおける様々な応用(光デジタ
ル再生中継器と波長変換，光ループメモリ，光直接 DEMUX，クロック周波数抽出など)を試み，その有効性を GHz
から数十 GHz 域で実証している。
以上のように，本論文はデジタル形光スイッチを実現するため，素子の構造的検討，解析から，素子作製，さらに
はシステムへの利用形態の検討までを一貫して進めた意義ある研究成果をまとめたものであり，博士(工学)の学位
論文として価値あるものと認める。
